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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月28日(2012.3.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　上記目的を達成するため、本発明の第２の観点に係るトランジスタを有するトランジス
タ基板の製造方法は、
　チャンネル領域として機能する第１の半導体層と、
　前記第１の半導体層の上に形成された第２の半導体層と、
　前記第１の半導体層と前記第２の半導体層のチャンネル長方向の側面を覆うように設け
られたオーミックコンタクト層と、を備えたトランジスタを有するトランジスタ基板の前
記オーミックコンタクト層を、前記第１の半導体層及び前記第２の半導体層のチャンネル
長方向の側面のみでコンタクトするよう形成することを特徴とする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項５】
　チャンネル領域として機能する第１の半導体層と、
　前記第１の半導体層の上に形成された第２の半導体層と、
　前記第１の半導体層と前記第２の半導体層のチャンネル長方向の側面を覆うように設け
られたオーミックコンタクト層と、を備えたトランジスタを有するトランジスタ基板の前
記オーミックコンタクト層を、前記第１の半導体層及び前記第２の半導体層のチャンネル
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長方向の側面のみでコンタクトするよう形成することを特徴とするトランジスタを有する
トランジスタ基板の製造方法。
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